


Si: Eg=1,1eV
Ge: Eg=0,67eV

Polovodice b oy
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Primeésove polovodice
Typ N: 5 skup.; prvek - donor majoritni el
Typ P: 3 skup.; prvek — akceptor majoritni diry
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PN piechod = oblast rozhrani polovodic¢a N a P typu,
vlastnosti v zavislosti na pfilozeném napéti (viz dale)
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Princip
Pohyby nabojt :
e difuze (vliv koncentrace) ~ rekombinacni proud

e drift (vlivem prilozeného pole) ~ generacni proud

Bez napeti

—q e e s *0'.°+— Difuze:
. ~ el.zN > P, diryzP >N =>

rekombinace (vznik ochuzené
oblasti bez prostor. naboje)




Princip
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Vyuziti {>+
Dioda Polovodicova dioda
* Jeden PN piechod A ... anoda

: - K ... katoda
e Vice typu

» Foto-: I vdasledku svétla, LED-: svétlo je diisledek I
» Zenerova: zavérny smér, malé priirazné napéti, omezeni U;l
 Schottkyho: usmérnéni vyssich frekvenci
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZnackaPolovodicoveDiody.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZnackaPolovodicoveDiody.jpg
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Prednasky F5o090 Elektronika (2a)
Predndasky F6121 Zaklady fyziky pevnych latek
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